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【緒言】 (K,Na)NbO3 (KNN)は、種々の無鉛圧電材料の中でも比較的高いCurie温度および優れた圧電特性

を有し、現在広く応用されている鉛系圧電材料を代替する有望な候補材料である。また、近年では

Micro-electromechanical system (MEMS) への応用に向けた圧電材料の薄膜化も要求されている。しかし、一

般に無鉛圧電材料の薄膜においては十分な性能を得るのが難しいという問題点がある。そのような中で

BaTiO3薄膜において低融点酸化物であるBaO-B2O3化合物を添加することで結晶粒径が増大し、誘電特性を

高められることが報告 1)された。本研究では、薄膜作製法として化学溶液法を採用し、K0.5Na0.5NbO3薄膜の

作製を行った。ここでは、結晶化処理後の薄膜の絶縁特性の改善を Mn ドープにより達成し、さらに低融

点組成の Li2O-B2O3 化合物を薄膜中に添加して結晶粒径を増大させることによる電気的特性の向上を目指

した検討を行った。 

【実験と結果】 出発原料としてNaOEt, KOEt, Nb(OEt)5, Mn(O
i
Pr)2, LiOEt, B(OEt)3を選択し、KおよびNa

は 10 mol%過剰組成として 2-メトキシエタノール溶媒に溶解させ、加熱還流することで 

(K0.5Na0.5)(Mn0.01Nb0.99)O3 (KNMN)および Li2O-B2O3系酸化物を 0～1 mol%添加した(K0.5Na0.5)(Mn0.01Nb0.99)O3 

(KNMN-LB)組成の前駆体溶液を調製した。この前駆体溶液を Pt/TiOx/SiO2/Si 基板上にスピンコートし、乾

燥、仮焼、結晶化処理を繰り返すことによりKNMNおよびKNMN-LB薄膜を作製した。ここでの結晶化処

理はO2雰囲気下で 650 ˚Cで行い、ポストアニーリングは 650-700 ˚Cの温度域で行った。 

結晶化処理温度 650 ˚Cで作製した KNMN薄膜およびKNMN-LB薄膜のXRD測定結果より、Li2O-B2O3

系酸化物添加量が 0.5 mol%以上のKNMN-LB薄膜においては、

回折線の半値幅の減少から結晶性の向上が確認された。また、

AFM像観察結果からは結晶粒径の増大が確認され、添加量が

0.5 mol%以上のKNMN-LB薄膜の粒径は約 300-500 nmとなり

KNMN薄膜の粒径約 80-100 nmと比較して約 3倍以上となっ

た。さらに、添加量が 0.5 mol%の KNMN-LB(0.5)薄膜の P-E

ヒステリシスループ測定結果からはKNMN薄膜と比較して残

留分極値の増大が観察された（Fig. 1）。この KNMN-LB(0.5)

薄膜においては、レーザードップラー干渉計により測定した

電界誘起歪みがポストアニール条件を最適化することにより

大きく向上することもわかった。各特性の評価結果の詳細に

ついては、当日報告予定である。 
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Fig. 1 Polarization-electric field hysteresis curves  

of KNMN and KNMN-LB(0.5) thin films  

crystallized at 650°C. 
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